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Abstract

El funcionamiento de los detectores de inductancia cinetica (KIDs) se basa en el cambio de la inductancia cinética al absorber un foton de energia mayor que el gap
superconductor. En el caso del aluminio, la minima frecuencia de deteccion es 110 GHz y para ampliar este limite a menores frecuencias (60 GHz), de gran importancia
especialmente en el contexto del estudio del fondo cosmico de microondas, es necesaria la busqueda de nuevos materiales. Con este objetivo, se investiga la inclusion
controlada de impurezas de Mn en laminas de Aluminio. Para ello, se decide co-depositar laminas delgadas por sputtering, usando dos catodos simultaneamente, uno de Al
puro y otro de Al con 3 ppm de Mn. Esto permite la variacion relativa de las potencias individuales suministradas a los magnetrones, cambiando en principio de forma
controlada el porcentaje de Mn en las laminas depositadas. En el presente trabajo se presenta el comportamiento de la temperatura critica superconductora y de la estructura
cristalina en funcion del porcentaje de las impurezas de Mn, asi como las temperaturas y tiempos de recocidos de las laminas. Los resultados preliminares son muy
prometedores y se ajustan a lo esperado en cuanto a la disminucidn dela Tc con el aumento en porcentaje de las impurezas de Mn y se preveé el desarrollo de KIDs basados en

este material.
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con respecto a la Serie 2, para muestras con un porcentaje de Mn del 100%.
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Conclusiones:

1. Se ha estudiado el efecto en la transicion superconductora en peliculas delgadas de Al AIMn codepositadas por sputtering usando dos catodos,
uno de Al puro y otro de Aluminio con 3 ppm de Mn, y diferentes porcentajes relativos de potencia.

2. Influencia del % Mn.
Se aprecia un desplazamiento a valores mayores de 20 del pico de difraccion, asi como una disminucion de la Tc. Esto apunta a la incorporacion

del Mn.
3. Influencia Temperatura de recocido.
Con el efecto del recocido se aprecia un desplazamiento mas acusado del pico de difraccion y de igual modo una disminucion de la Tc.

4. Influencia del incremento de la temperatura y tiempo de recocido.
Se observa como de nuevo existe un desplazamiento del pico de difraccion. Pero por el contrario se aprecia un aumento de la Tc a medida que se

aumenta tan el tiempo como la temperatura de recocido.
La evidencia experimental apunta a que el recocido a 343° de la lamina crecida con el catodo de Al Mn 3ppm 7 horas segrega el Mn. La

temperatura y el tiempo de recocido optimizado se decide con estos datos y esta pendiente de medir el efecto en las Tc
5. Se ha encontrado la ventana de parametros experimentales de codeposicion de Al y Al 3ppm Mn por

sputtering que obtiene una solucion solida del Mn en la matriz de Al evitando la segregacion del Mn y afectando
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